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CdTe é um semicondutor que tem sido utilizado em aplicagdes fotovoltaicas devido ao fato de apresentar
caracteristicas de semicondutor tipo N ou P em consequéncia datécnicade fabricagéo e pardmetros usados.
Este trabalho propde o uso datécnica de eletrodeposicdo paraa obtengdo de filmes finos de CdTe e aandlise
de Mott-Schottky para a caracterizagdo quanto ao tipo de semicondutor depositado. Os filmes de CdTe
foram depositados sobre substrato condutor de 6xido de estanho dopado com flior, a partir de solucéo
aquosade acido sulfirico contendo CdSO4 e TeO2. A eletrodeposicéo foi realizada em potenciostato, onde
a célula eletroquimica constou de um contraeletrodo, um eletrodo de referéncia e um eletrodo de trabalho.
A influéncia de pardmetros como o potencial e a temperatura de deposicdo sobre a estruturae morfologia
dos filmes foi investigada por difracdo de raios-X e microscopia eletronica de varredura, respectivamente.
A andlise de Mott-Schottky revelou a predominancia do semicondutor tipo P. A partir dos resultados
obtidos é possivel inferir que é necessario otimizar os parametros de deposicdo para a obtengdo do CdTe
na forma de semicondutor tipo N.
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